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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Розробка технології елементної бази сучасної інфрачервоної фотоелектроніки

Назва роботи англійською:
Development of the element base technology of modern infrared photoelectronics

Реферат українською:
Показано, що мікроструктурування поверхонь ІЧ-фоточутливих елементів за рахунок формування
металічних періодичних ґраток є перспективним для створення приладів з електричним контролем
спектральних характеристик поглинання, відбивання та пропускання. Розроблено теорію таких
багатозатворних плазмонних фотоприймальних структур, що створюються на основі InSb різними
технологічними методами. Встановлено взаємозв’язок структурних, механічних та оптичних властивостей
тонких шарів VO2 в області фазового переходу, що лежить в основі функціонування мікроболометрів.
Встановлені механізми та технологічні параметри покращення фотоелектричних та транспортних
характеристик тонких шарів Hg1-xCdxTe та фотоприймачів на їх основі.

Реферат англійською:
It is established that the microstructuring of the surfaces of IR photosensitive elements due to the formation of
periodic metal lattices is promising for the creation of devices with electrical control of the spectral characteristics
of absorption, reflection and transmission. The theory of such multigate plasmon photoreceiving structures, which
are created on the basis of InSb by various technological methods, has been developed. The relationship between
the structural, mechanical, and optical properties of thin layers of VO2 in the phase transition region, which
underlies the functioning of microbolometers, has been established. The mechanisms and technological
parameters of improving the photovoltaic and transport characteristics of Hg1-xCdxTe thin layers and
photodetectors based on them are established.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Розроблення матеріалів і технології створення фоточутливих елементів
інфрачервоної електроніки і оптимізація їх робочих характеристик.

Назва НТП англійською: Development of materials and technology for photosensitive elements for infrared
photoelectronics and optimization of their operating parameters

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: Мікро- та оптоелектроніка

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Фізичні основи та технологія сенсорів ІЧ-випромінювання

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу: 07.2023

Закінчення етапу: 12.2024

Споживачі продукції: Україна

Перспективні ринки: страни ближнього зарубіжжя

Характер співробітництва з інвестором
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Наявність бізнес-плану:
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